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Descriptores B.O.E.

Propiedades, funcionamiento y limitaciones de los dispositivos electrénicos y fotdnicos. Modelos
fisicosy circuitales. Materiales y procesos tecnol 6gicos. Tecnologias de fabricacion.

Temario
Unidad didéctica A: Transistores de efecto campo

Tema 1.- La estructura metal-6xido-semiconductor (MOS) (6+4 horas)
1.1.- Introduccién

1.2.- LaestructuraMOS ideal

1.3.- LaestructuraMOS redl

Tema 2.- El transistor MOS de efecto campo (MOSFET) (4+3 horas)
2.1.- El MOSFET

2.2.- Fendmenos de segundo orden en el MOSFET

2.3.- Funcionamiento dinamico en pequefiay gran sefia

2.4.- Modelos de SPICE del transistor MOS

Tema 3.- Transistor de efecto campo de unién pn (JFET) (3+1 horas)
3.1.- Introduccién

3.2.- Descripcion cualitativa de la operacion

3.3.- Caracteristicas |-V

3.4.- Desviaciones de las caracteristicas ideales

3.5.- Modelo de SPICE del JFET

Tema4.- Transistor de efecto campo metal-semiconductor (MESFET) (1+1 horas)
4.1.- Introduccién

4.2.- Estructura: analogias con el JFET

4.3.- Caracteristicas corriente-tension

4.4.- Fendmenos de segundo orden

4.5.- Model os analiticos

4.6.- Modelos de SPICE del MESFET
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Unidad didactica B: Dispositivos fotonicos

Tema 5.- Fotodetectores (6+3 horas)

5.1.- Introduccién. Procesos 6pticos en semiconductores
5.2.- Fotorresistencias. Caracteristica de funcionamiento
5.3.- Fotodiodos pny pin

5.4.- Fotodiodos de avalancha

5.5.- Fototransistores

Tema 6.-El diodo emisor de luz (6 horas)

6.1.- Introduccion

6.2.- Emision de luz por recombinacion radiativa
6.3.- Construccién y modelo de los diodos LED
6.4.- Aplicaciones

Tema 7.- Fundamentos del |aser semiconductor (4+2 horas)
7.1.- Introduccion

7.2.- Emision de luz estimulada

7.3.- Modelo de funcionamiento del laser

7.4.- Aplicaciones

Como précticas en €l aula se resolverdn problemas a finalizar cada tema, indicandose con + n° de
horas en cada tema.

Requisitos Previos

Es conveniente que el alumno tenga conocimientos solidos en los dispositivos semiconductores
basicos

Objetivos
L os objetivos de esta asignatura son que €l estudiante:

1.- conozcalas bases fisicas del funcionamiento de los dispositivos electronicos,

2.- conozcay utilice los modelos de circuito que los describen y sus limitaciones,

3.- adquiera las ideas fundamentales de los procesos de fabricacion de los dispositivos
€l ectronicos mas utilizados, y

4.- pueda predecir e funcionamiento cualitativo de cualquier estructura de capas de materiales
semiconductores.

Metodologia
En teoria se estudiarala fisica de los transistores de efecto campo y 10s dispositivos foténicos.

Mediante resolucion de problemas, junto con précticas de smulacion y montajes, se completara la
formacién del alumno.

Las clases se impartiran utilizando tiza, pizarra, transparencias y el proyector. Para las
simulaciones se manejaran applets, viainternet con ordenador.
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Criterios de Evaluacioén

Actividades que liberan materia:
Realizacion de las précticas, hasta un 10%.

Otras consideraciones.

Para |a de teoria se atiende, fundamentalmente, al resultado de la prueba escrita final. Esta se
realizard en dos horas, aungue su duracion podra ser mayor en funcién de la prueba concreta.
Contendr& cuestiones y/o problemas de aplicacion, siendo el valor de cada pregunta variable. Las
respuestas deberén ser clarasy precisas. Se penaliza dejar una de las preguntas sin respuesta o que
sea completamente errénea con el 10% del valor maximo que tuviera asignado.

La evaluacion de las précticas es en base a la presentacion de las memorias de las mismas durante
el curso, 0 mediante un examen final de practicas en las convocatorias oficiaes, consistente en la
realizacion de una o varias de | as préacticas desarrolladas durante el curso.

En ambos casos se valorara que las memorias y/o la prueba final contengan los resultados més
relevantes (con figuras y datos) y la justificacion de los mismos. Todo €llo con claridad y
precision.

Para superar la asignatura el alumno debe superar las précticas. Si esto es asi, la calificacion fina
serd un 90% la nota de teoria méas un 10% |la de précticas.

En otro caso la calificacion final serdla menor entre la calificacién de teoriay la de suspenso, 4,0.

Descripcion de las Préacticas

Las précticas de dispositivos eléctronicos consistiran en simulaciones, y se redlizaran en el
laboratorio de Tecnologia de Circuitos, mientras que las de dispositivos fotonicos serdn montajes
précticos, en e laboratorio de Dispositivos Optoelectronicos. Ambos laboratorios se hallan
adscritos a Departamento de Ingenieria Electrénicay Automatica. Las précticas se dividen en los
siguientes modul os:

Modulo I: Simulacion de dispositivos el ectronicos
Simulacién de un varactor MOS (6 horas)
Simulacién de un MOSFET (2 horas)

Maodulo I1: Dispositivos foténicos
Fotorresistencia: circuitos de aplicacion (2 horas)
Fotodiodo: representacion de la curva caracteristiva (2 horas)
Fototransistor: sensor de iluminacion (2 horas)
LED vy l&ser: espectro Optico e intensidad luminosa (2 horas)

Ademas se dedican 14 horas a la resolucion de problemas de aplicacién, como practicas en el aula,
que seiran realizando al finalizar cadatemade laforma siuiente:

Tema 1.- La estructura metal-6xido-semiconductor (MOS) (4 horas)

Tema 2.- El transistor MOS de efecto campo (MOSFET) (3 horas)

Tema 3.- Transistor de efecto campo de union pn (JFET) (1 hora)

Tema4.- Transistor de efecto campo metal-semiconductor (MESFET) (1 hora)
Tema 5.- Fotodetectores (3 horas)

Tema 7.- Fundamentos del |aser semiconductor (2 horas)
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Resumen en Inglés

With \\W*Ampliacion de dispositivos electronicos\\" students will understand the fundamental
aspects of field effect transistors: MOSFETSs, JFETs and MESFETSs. They will be abble to deduce
their characteristic curves so as will know applications and fabrication aspects.

Furthermore, most popular semiconductor optoelectronic devices will be studied
(photoresistances, photodiodes, leds, lasers) including modelling, applications and fabrication

aspects.
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